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(54) Title: MULTI-PURPOSE METALLIC SEALING

(54) Titre : SCELLEMENT METALLIQUE MULTIFONCTION

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing
a thin layer (104) on a final substrate (107) consisting in forming
said semiconductor layer on an initial carrier (101), assembling
said thin layer (104) and the final substrate (107) by metallic bond-
ing, and in mechanically separating the initial carrier and the thin
layer (107), thereby obtaining an intermediate substrate usable for
producing different components such as electroluminescent diodes
or laser diodes. The inventive method makes it possible to produce
a thin layer on a final substrate from an initial substrate which is
recyclable by non-destructive mechanical dismounting.

(57) Abrégé : L’invention concerne un procédé de réalisation
d'une couche mince (104) en matériau semi-conducteur sur un
substrat (107), dit substrat final, comportant : - la formation de
ladite couche en matériau semi-conducteur, sur un support, dit
support initial (101), - l'assemblage de la couche mince (104)
et du substrat final (107), par collage métallique, - la séparation
mécanique du support initial (101) et de la couche mince (107).
On obtient ainsi un substrat intermédiaire qui peut étre utilisé
pour la fabrication de divers composants tels que des diodes
électroluminescentes ou des diodes laser. Ce procédé permet la
réalisation d'une couche mince sur un substrat final a partir d'un
substrat de départ qui peut étre recyclé grice a un démontage
mécanique non destructif.
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